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초 록
금속 박막과 PI film 과의 접촉력을 증가시키기 위하여 remote - type modified dielectric barrier discharge (DBD)

module을 이용하여 대기압 플라즈마 표면 처리를 실시한 결과, 접촉각이 매우 낮게 형성됨을 관찰 할 수 있었다.

1. 서론

전자제품의 소형화, 경량화, 고성능화를 위한 차세대 flexible electronic divece 에 적용하기 위하여 많은 연구가 진행되고 

있다. 이 중, poly [(N, N'-oxydiphenylene) pyromellitimide], polyimide (PI) film 은 열적, 화학적 안정성이 뛰어나고 기계

적 강도가 높은 재료로써 flexible electronic device 에 폭 넓게 적용되고 있는 재료이다. 하지만, PI 는 매우 낮은 표면에

너지로 인해 금속과의 접촉력이 좋지 않은 단점을 가지고 있어서 이를 개선할 방법이 필요하다.

2. 본론

본 연구에서는, 금속박막과 PI film 과의 접촉력을 증가시키기 위하여 remote-type modified dielectric barrier discharge

(DBD) module 을 이용하여 대기압 플라즈마 표면처리를 실시하였다. 표면 개질을 통한 접촉력 향상을 위해 본 연구에서

는 N2, He, SF6, O2 gas 를 이용하였다. N2/ He/ SF6 gas composition 을 사용하였을 경우에는 C-Fx 화학적 결합이 생

성되기 때문에 가장 높은 접촉각이 형성됨을 관찰할 수 있었다. 이와는 반대로 N2/ He/ SF6/ O2 gas composition 을 이

용하여 PI 표면을 플라즈마 처리한 경우, C=O 결합이 PI film 위에 생성됨으로써, 접촉각이 매우 낮게 형성됨을 관찰할 

수 있었다.

3. 결론

N2 (40 slm)/ He (1 slm)/ SF6 (1.2 slm) gas composition 에 O2 gas 를 0.2 slm 부터 1.0 slm 까지 변화시켜가며 PI

film 표면을 처리한 결과, O2 gas 를 0.9 slm 첨가하였을 때, 가장 낮은 9.3° 의 접촉각을 얻을 수 있었다. 이는 0.9 slm 의 

O2 gas 를 첨가하였을 경우, 가장 많은 양의 O2 radical 이 생성되었고, 그로 인하여 많은 양의 C=O 결합이 생성되기 때

문이다. 최적화된 N2 (40 slm)/ He (1 slm)/ SF6 (1.2 slm)/ O2 (0.9 slm) gas composition 조건에서 Ag film 과 PI film

과의 접촉력을 관찰한 결과, 111 gf/mm 를 얻을 수 있었다.
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